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(54) 평면 표시 장치 및 그 제조 방법

요약

본 발명은 표시 화소 결함을 일으킨 스위칭 소자(TFT)를 확실하게 수리할 수 있는 평면 표시 장치의 제
조 방법을 제공한다.  

본 발명의 평면 표시 장치는 유리 기판 상에 반도체층과 보조 용량 전극을 동층에 형성하고, 그 상면에 
게이트 절연막을 형성하고, 그 상면에 게이트 전극과 보조 용량 급전선을 동층에 형성하고, 그 상면에 
층간 절연막을 형성하고, 그 상면에 소스 전극과 드레인 전극을 형성한다.  보조 용량 전극과 화소 전극 
간의 배선부에 레이저를 조사하여 배선부의 저항치를 증가시키기 때문에, 화소 전극이 보조 용량 급전선
의 전압의 영향을 받지 않게 되어, 표시 화소 결함의 발생 빈도를 저감할 수 있고 제조 수율을 향상시킬 
수 있다.  

대표도

도3

색인어

액정 표시 장치, 게이트 절연막, 박막 트랜지스터, 포토 리소그래피, 다결정 실리콘

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 TFT를 이용한 액정 표시 장치의 구조를 나타내는 상면도.  

도 2는 도 1의 A-A선 단면도.  

도 3은 본 발명에 따른 평면 표시 장치의 제조 방법의 일 실시 형태의 상면도.  

도 4는 도 1의 A-A선 단면도.  

도 5는 도 1의 B-B선 단면도.  

도 6은 도 1의 반도체 회로의 제조 공정을 나타내는 단면도.  

도 7은 횡축이 레이저의 조사 에너지, 종축이 액정의 비저항치를 나타낸 도면.  

도 8은 제1 ∼ 제4기의 배선부의 상태를 모식적으로 나타낸 도면.  

도 9는 레이저에 의해 소실하는 배선부의 체적(횡축)과, 표시 특성의 회복이 가능한 저항치를 나타내는 
레이저 에너지(종축)와의 관계를 나타낸 도면.  

도 10은 본 발명의 제2 실시 형태인 액정 표시 장치의 평면도.  

도 11은 도 10의 A·B·C선 단면도.  
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도 12는 도 10을 확대한 도면.  

도 13은 화소 TFT 주변의 등가 회로도.  

도 14는 제1 배선층을 설치하지 않고 제2 배선층에 의해 보조 용량 전극과 화소 TFT를 접속하는 종래예
의 평면도.  

도 15는 본 실시 형태의 액정 표시 장치의 제조 공정을 나타내는 단면도.  

＜도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명＞ 

1 : 유리 기판

2 : 반도체층

3 : 보조 용량 전극

4 : 게이트 절연막

5 : 게이트 전극

6 : 보조 용량 급전선

7 : 소스 영역 저저항 반도체층

8 : 드레인 영역 저저항 반도체층

9 : 층간 절연막

10, 11 : 컨택트홀

12 : 소스 전극

13 : 드레인 전극

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 화소 표시용 스위칭 소자에 보조 용량이 접속된 평면 표시 장치 및 그 제조 방법에 관한 것으
로, 예를 들면 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치 등을 대상으로 한다.  

액정 표시 장치는 고화질, 박형 경량, 저소비 전력이라는 큰 이점을 갖기 때문에, 노트형 컴퓨터나 휴대 
전자 기기 등에 폭넓게 이용되고 있다.  특히, 최근에는 이동도가 높은 다결정 실리콘에 의한 박막 트랜
지스터(이하, TFT라고 부른다)를 화소 스위칭 소자에 이용한 액정 표시 장치의 개발 연구가 활발하게 행
해지고 있다.  

도 14는 이 종류의 TFT를 이용한 액정 표시 장치의 구조를 나타내는 상면도, 도 15는 도 14의 A-A선 단
면도이다.  

이하, 도 14의 액정 표시 장치의 제조 방법에 대하여 간단하게 설명한다.  유리 기판(1)의 상면에 다결
정 실리콘으로 이루어지는 반도체층(2)이 형성되며, 이 반도체층(2)을 피복하도록 게이트 절연막(4)이 
형성된 후, 그 상면에 제1 배선층인 게이트 전극(5)이 형성된다.  

화소 표시용 TFT에는 화소 전극(19)과 보조 용량 전극(3)이 접속되어 있다.  보조 용량은 반도체층(2)에 
의해 형성되는 보조 용량 전극(3)과, 게이트 전극(5)과 동일 층에 형성되는 보조 용량 급전선(6)으로 게
이트 절연막(4)을 끼운 구조로 되어 있다.  

도 14에 도시한 TFT는 반도체층(2)의 재료로서 다결정 실리콘을 이용하고 있기 때문에, 전계 효과 이동
도가 높고, 개개의 TFT를 소형화해도 충분한 구동 능력을 얻을 수 있다.  따라서, 이 종류의 TFT를 이용
하여 액티브 매트릭스형의 액정 표시 장치를 구성하면, 개구율이나 휘도를 향상할 수 있슴과 함께 소비 
전력도 줄일 수 있다.  

또한, 이 종류의 TFT는 전계 효과 이동도가 높기 때문에 TFT의 동작을 제어하기 위한 시프트 레지스터 
등의 구동 회로를 화상 표시 영역과 동일 유리 기판 상에 형성하는 것도 가능하다.  이 때문에, TFT 구
동용 기판을 별도로 설치할 필요가 없어지며 외부 회로를 간략화할 수 있슴과 함께, 제조 공정의 삭감과 
제조 비용의 삭감이 가능해진다.  

그러나, 도 14의 액정 표시 장치는 보조 용량 전극(3)의 표면성이나 제조도중에서의 이물의 혼입 등에 
의해 보조 용량의 용량 절연막(게이트 절연막 ; 4)의 절연성이 불충분해지며, 화소 전극(19)과 보조 용
량 급전선(6)이 단락하는 결함이 생겨서 제조 수율이 저하한다고 하는 문제가 있었다.  

이러한 결함이 생기면, 대응하는 화소는 어느 전위에 고정되며, 항상 비점등의 화소 결함이 된다.  또
한, 대향 전극 간에 직류 전압이 계속 인가되기 때문에 화소 영역에 대응한 액정층에 포함되는 액정 조
성물이 열화하게 되며, 신뢰성도 저하하게 된다.  

이러한 화소 결함을 수복하는 독점법으로서, 단락 불량이 일어난 보조 용량 전극 부분에 레이저 빔을 조
사하여 절단하고, 화소 전극으로부터 전기적으로 분리하는 수법이 제안되고 있다.  이 경우, 수복된 화

16-2

공개특허10-2001-0039914



소는 신호선과 화소 전극 간의 기생 용량의 영향을 받지만 반 점등 상태로 개선된다.  

그러나, 고개구율을 실현하기 위한 화소 구조인 배선 BM 구조에는 배선부와 화소 전극이 상하로 중첩되
어 있기 때문에, 레이저 빔으로 배선부의 일부를 절단하면, 그 레이저 빔에 의해 새로운 단락 불량이 일
어날 우려가 있다.  

이러한 우려를 회피하기 위해서는 보조 용량 전극과 스위칭 소자를 미리 절단하기 위한 배선으로 접속해
두고 화소 전극을 형성하기 전에 단락 개소를 검출하여 분리할 필요가 있다.  

그런데, 어레이 기판의 상태에서의 단락 개소의 발견율은 100%가 아니라 어레이 기판의 완성 후, 대향 
기판과 접합시킨 후에 새롭게 발견된 단락 개소에 대해서는 수복할 수 없다고 하는 문제가 있었다.  

        발명이 이루고자하는 기술적 과제

본 발명은 이러한 점에 감안하여 이루어진 것으로, 그 목적은 표시 불량 화소를 신뢰성있게 수리할 수 
있는 평면 표시 장치 및 그 제조 방법을 제공하는데 있다.  

또한, 본 발명의 다른 목적은 평면 표시 장치의 완성 후에, 보조 용량 신호선 및 보조 용량 전극의 단락 
불량 개소를 수리할 수 있는 평면 표시 장치 및 그 제조 방법을 제공하는데 있다.  

상술한 과제를 해결하기 위해서, 청구항 1에 기재된 발명은 절연 기판 상에 종횡으로 줄지어 설치된 신
호선층 및 주사선층과, 상기 신호선층 및 상기 주사선층의 각 교점에 스위칭 소자를 통하여 접속된 복수
의 화소 전극과, 상기 스위칭 소자와 반도체 배선을 통하여 전기적으로 접속된 보조 용량 전극과, 상기 
보조 용량 전극 각각에 절연층을 통하여 대향 배치되는 보조 용량 급전선을 포함하는 어레이 기판을 포
함한 평면 표시 장치의 제조 방법에 있어서, 

상기 반도체 배선부에 레이저의 강도 R(μJ)과 상기 배선부의 체적 V(㎛
3

)가 수학식 1의 관계를 만족하는 
레이저광을 조사한다.  

＜수학식 1＞

0.01×V+0.6＜R＜0.1×V+1.5 

    발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명에 따른 평면 표시 장치 및 그 제조 방법에 대하여 도면을 참조하면서 구체적으로 설명한
다.  이하에서는 평면 표시 장치의 일례로서, 액정 표시 장치에 대하여 설명한다.  

＜제1 실시 형태＞

도 3은 본 발명의 제1 실시 형태인 액정 표시 장치의 제1 실시 형태의 상면도, 도 4는 도 3의 A-A선 단
면도, 도 5는 도 3의 B-B선 단면도이다.  도 5에서는 간략화를 위해서 대향 기판측을 생략하고 있다.  

도 3의 액정 표시 장치는 배선부에 레이저를 조사하여, 배선부를 고저항화시키는 점에 특징이 있다.  이
에 따라, 화소 전극이 보조 용량 급전선에 단락하여 결점이 된 경우에도 효과적으로 수리할 수 있다.  
레이저는 예를 들면 도 3의 점선 L1, L2에 조사된다.  

도 6은 도 3의 반도체 회로의 제조 공정을 나타내는 단면도로, 이 단면도에 기초하여 도 3의 반도체 회
로의 제조 공정을 순서대로 설명한다.  

우선 유리 기판(1) 상에 예를 들면 플라즈마 CVD법에 의해, 막 두께 30㎚ ∼ 100㎚의 비결정 실리콘층을 
성막한다.  다음에, 예를 들면, 엑시머·레이저·어닐링법 등에 의해 비결정 실리콘층을 결정화하여 다
결정 실리콘층을 생성하고, 포토리소그래피 공정에 의해 섬 형상으로 에칭 가공하여 TFT 및 접속 배선부
를 구성하는 반도체층(2)을 형성한다.  동시에, 다결정 실리콘층으로 이루어지는 보조 용량 전극(3)도 
형성한다(도 6a).  

다음에, 반도체층(2)의 상면에 예를 들면 산화 실리콘막 등을 막두께 100㎚ 정도 성막하고 게이트 절연
막(4)을 형성한다(도 6b).  

다음에, 스퍼터링법에 의해 제1 배선층(예를 들면, MoW 합금층)을 성막한 후, 이 MoW 합금층을 포토리소
그래피법에 의해 에칭 가공하여 레지스트의 박리를 행하고 게이트 전극(5)을 형성한다.  동시에, 보조 
용량 급전선(6)도 동층으로 형성한다(도 6c).  

다음에, 제1 배선층의 게이트 전극(5)을 마스크로 하여 예를 들면 붕소 B의 고농도 도핑을 행한다.  도

핑은 예를 들면 이온 주입에 의해 행하여 도우즈량은 2×10
15

 ∼ 5×10
6

/㎠ 정도가 최적이다.  이 도핑에 
의해, 소스 영역 저저항 반도체층(7)과, 드레인 영역 저저항 반도체층(8)과, 드레인 영역 저저항 반도체
층(8)으로부터 연장되는 접속 배선부(8')가 형성된다(도 6c).  

다음에, 게이트 전극(5)과 게이트 절연막(4)의 상면을 산화 실리콘 등으로 덮어 층간 절연막(9)을 형성
한다.  다음에, 소스 영역 저저항 반도체층(7)과 드레인 영역 저저항 반도체층(8)의 상측에 위치하는 게
이트 절연막(4)과 층간 절연막(9)의 일부 영역을 포토리소그래피법에 의해 에칭 제거하고 각각 컨택트 
홀(10, 11)을 형성한다.  

또한, 층간 절연막(9)의 상면에 제2 배선층으로서, 스퍼터링법에 의해, 막 두께 500㎚ 정도의 Al층을 성
막하고, 포토리소그래피법에 의해 에칭 가공하여, 소스 전극(12) 및 드레인 전극(13)을 형성한다.  

소스 전극(12)의 형성 재료인 Al층은 컨택트홀(10)의 내부에 충전되어 소스 영역 저저항 반도체층(7)에 
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접속된다.  마찬가지로, 컨택트홀(11)의 내부에도 Al층이 충전되어 드레인 영역 저저항 반도체층(8)에 
접속된다(도 6d).  

보조 용량 전극(3)의 일부는 이온 주입법 등에 의해 저저항화되며, 이 저저항화된 부분의 상측에 위치하
는 층간 절연막(9)에는 제2 배선층을 매립하기 위한 컨택트홀(15a)이 형성된다.  

또한, 접속 배선부(8')의 단부 상측에 위치하는 층간 절연막(9)에도 제2 배선층을 매립하기 위한 컨택트
홀(15b)이 형성된다.  이 컨택트홀(15a, 15b)에는 접속 배선으로서 기능하는 제2 배선층(14)이 매립된
다.  

다음에, 제2 배선층(14)의 상면에는 도 5에 도시한 바와 같이, 소자부를 보호하기 위한 절연막(16)이 형
성된다.  절연막(16)의 상면에는 컬러 필터층(17)이 형성되며, 그 상면에는 오버코트층(18)이 형성되고 
또한 그 상면에는 화소 전극(19)이 형성된다.  컬러 필터층(17), 오버코트층(18) 및 화소 전극(19)의 일
부에는  컨택트홀이  형성되고,  이  컨택트홀에  의해  화소  전극(19)과  드레인  전극(13)을  접속하는 
컨택트(20)가 형성된다(도 3).  

다음에, 화소 전극(19)의 상면에는 액정 분자를 배향시키기 위한 폴리이미드로 이루어지는 배향막(21)이 
형성된다.  이상의 공정에 의해, 도 4에 도시한 바와 같이 어레이 기판(50)이 완성된다.  

이 어레이 기판(50)은 배향막(23), 대향 전극(24) 및 유리 기판(1)으로 이루어지는 대향 기판(51)과 대
향 배치되며, 양 기판 간에 액정층(22)이 끼워져서 밀봉된다.  이상의 공정에 의해, 액정 표시 장치가 
완성된다.  

상술한 바와 같이, 보조 용량을 구성하는 보조 용량 전극(3)과 보조 용량 급전선(6) 간의 절연이 불충분
하거나, 보조 용량 전극(3)과 보조 용량 급전선(6) 간의 게이트 절연막(4)에 도전성의 이물이 혼입하기
도 하면, 화소 전극(19)과 보조 용량 급전선(6)과의 단락 불량이 일어난다.  

본 출원인은 반도체층에서 접속 배선부(8')를 구성하고, 이 접속 배선부(8')에 각각 다른 강도의 레이저
를 조사했을 때, 배선부의 단면 형상과 액정의 비저항치 간에 상관이 있는 것을 실험에 의해 확인하였
다.  

도 7은 이 실험 결과를 나타낸 도면으로, 횡축은 레이저의 조사 에너지, 종축은 액정의 비저항치이다.  
또, 도 7은 파장 532㎚의 레이저를 방사하는 NTN 제조 NRS-45를 이용한 예를 나타내고 있다.  

도 7에 도시한 바와 같이 레이저의 조사 에너지에 의해, 제1기 ∼ 제4기까지의 4단계의 다른 특성이 얻
어졌다.  도 8a는 제1기의 배선부의 상태를 모식적으로 나타낸 도면, 도 8b는 제2기의 배선부의 상태를 
모식적으로 나타낸 도면, 도 8c는 제3기의 배선부의 상태를 모식적으로 나타낸 도면, 도 8d는 제4기의 
배선부의 상태를 모식적으로 나타낸 도면이다.  

제1기는 접속 배선부(8')를 구성하는 폴리실리콘층이 소실·변색하는 상태이며, 이 상태에서는 레이저 
조사 위치의 비저항치는 아직 높다.  

제2기는 레이저의 조사 위치의 중심에서 주위의 층간 절연층(9)에 걸쳐서, 유발형의 크랙이 들어가는 상
태로, 이 상태에서는 유발형의 크랙은 액정층에까지 달하지 않고, 절연층(9)은 액정층(22)에 접촉하지 
않고 비저항치도 거의 저하하지 않다.  

제3기는 크랙이 커져서 공동이 가능한 상태로, 공동의 일부가 액정층(22)에 접촉하도록 되지만, 제2기 
보다 약간 저항치가 저하하는 것에 지나지 않는다.  

제4기는 절연층(9)의 대부분이 액정 중에 비산하는 상태로, 비산물에 의해 액정 중의 비저항이 저하하고 
소위 표시 얼룩이 생기기 쉽다.  

본 출원인은 도 8의 제2기 내지 제4기의 일부까지의 상태를 유지하도록, 레이저의 조사 에너지를 설정함
으로써 표시 품질의 향상을 도모하였다.  

또한, 본 출원인은 도 9에 도시한 바와 같이, 레이저에 의해 소실하는 배선부의 체적(횡축)과, 표시 특
성의 회복이 가능한 저항치를 나타내는 레이저 에너지(종축)에 상관이 있는 것을 발견하였다.  

도 9에 도시한 바와 같이, 배선부의 체적을 알면 고저항화가 가능한 레이저의 조사 에너지를 구할 수 있
고, 반대로 레이저의 조사 에너지가 미리 정해져 있는 경우에는 배선부의 체적을 레이저의 조사 에너지
에 따른 값으로 설정함으로써 배선부를 고저항화할 수 있다.  

본 출원인은 도 8 및 도 9의 양쪽 특성을 고려하여 이하의 조건으로 실험을 행하였다.  우선, 도 8의 
제2기에 상당하는 레이저 에너지를 도 3의 점선부 L1 또는 L2에 조사하여, 비저항을 저하시키지 않은 것
과 같은 구조로 한다.  다음에, 도 9를 참고로 하여 레이저 에너지가 수학식 1을 만족하도록 설정하여 
배선의 고저항화를 실현한다.  

＜수학식 1＞

0.01×V+0.6＜R＜0.1×V+1.5 

도 9에 따르면, 제2기를 실현하는 레이저 에너지는 0.8μJ이다.  그래서, 다결정 실리콘으로 이루어지는 
배선부의 폭을 500옹스트롱, 배선 면적을 6㎛×3㎛로 하였다.  이 결과, 보조 용량 전극(3)과 보조 용량 
급전선(6)이 단락한 액정 표시 장치에서는 배선부를 액정 중에 비산시키지 않고 고저항화시키는 것이 가
능해지며 신뢰성이 높은 제조 프로세스가 얻어졌다.  

＜제2 실시 형태＞

도 10은 본 발명의 제2 실시 형태인 액정 표시 장치의 평면도, 도 11은 도 10의 A·B·C선 단면도이다.  
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본 실시 형태의 액정 표시 장치는 종횡으로 줄지어 설치된 신호선(61) 및 주사선(62)을 갖는다.  각 신
호선(61)은 층간 절연막(63)을 통하여 주사선(62) 및 보조 용량 급전선(64)에 대하여 직교하도록 배치되
어 있다.  보조 용량 급전선(64)은 주사선(62)과 동일한 층에 형성됨과 함께, 주사선(62)에 대하여 평행
하게 형성되어 있다.  신호선(61) 및 보조 용량 급전선(64)에 의해 구획된 영역은 일 화소 영역에 상당
한다.  

보조 용량 급전선(64)의 일부는 게이트 절연막(65)을 통하여 폴리실리콘막에 의해 형성된 보조 용량 전
극(66)에 대향 배치되며, 보조 용량 급전선(64)과 보조 용량 전극(66) 간에서 보조 용량 소자를 형성하
고 있다.  

화소 전극(67)은 신호선(61) 및 보조 용량 급전선(64)의 상측에 그 주연부를 중첩하도록 배치되어 있다.  
스위칭 소자로서 기능하는 화소 TFT(68 ; Thin Film Transistor)는 신호선(61)과 주사선(62)의 각 교점 
근방에 배치되어 있다.  

화소 TFT(68)는 폴리실리콘막에 의해 형성된 드레인 전극(69) 및 소스 전극(70)과, 게이트 절연막(65)을 
통하여 형성된 주사선(62)의 일부 영역으로 이루어지는 게이트 전극(71)을 갖는다.  드레인 전극(69)은, 
컨택트홀(72)을 통하여 신호선(61)에 전기적으로 접속되어 있다.  

본 실시 형태는 보조 용량 전극(66)에 접속되는 제1 배선층(73)과, 화소 TFT(68)의 소스 전극과 제1 배
선층(73)에 접속되는 제2 배선층(74)과, 보조 용량 소자의 상부 전극(75)과 화소 TFT의 소스 전극(70)에 
접속되는 제3 배선층(76)을 설치하고, 제1 및 제2 배선층(73, 74)을 서로 상하에 다른 층으로 형성하는 
점에 특징이 있다.  

보다 구체적으로는, 화소 TFT(68)의 소스 전극(70)은 컨택트홀(77)과 제3 배선층(76)을 통하여 보조 용
량 소자의 상부 전극(75)에 접속되어 있다.  보조 용량 전극(66)은 제1 배선층(73)과 컨택트홀(78)을 통
하여 제2 배선층(74)에 접속되며, 이 제2 배선층(74)은 화소 TFT(68)의 소스 전극(70)에 접속되어 있다.  

제1 배선층(73)은 보조 용량 전극(66)과 동일층에 형성된다.  제2 및 제3 배선층(74, 76)은 보조 용량 
전극(66)의 상부 전극(75)과 동일층에 형성된다.  

제1 배선층(73) 중 적어도 일부와 제2 배선층(74) 중 적어도 일부는 보조 용량 급전선(64)과 보조 용량 
전극(66)에  상하로  중첩되지  않도록  배치된다.   바람직하게는  도  12에  도시한  바와  같이,  제1 
배선층(73)의  길이와  제2  배선층(74)의  길이는  대략  같게  설정된다.   이에  따라,  제1  또는  제2 
배선층(73, 74) 중 어느 쪽에 레이저 빔을 조사해도 그 배선층을 확실하게 절단할 수 있다.  

또한, 제1 배선층(73)과, 제2 및 제3 배선층(74, 76)과는 각각 다른 재료로 형성되며, 제1 배선층(73)은 
최하층의 배선층(예를 들면, 폴리실리콘층)이며 제2 및 제3 배선층(74, 76)은 최상층의 배선층(예를 들
면, Ta 등)이다.  

본 실시 형태에서는 어레이 기판(100)의 상태 즉 대향 기판(101)과 접합시켜서 셀을 형성하기 전의 상태
에서 보조 용량 전극(66)과 보조 용량 급전선(64)과의 단락 개소가 검출된 경우에는 도 11의 화살표 y1
에서 나타낸 바와 같이, 어레이 기판(100)의 상측에서부터 레이저 빔을 조사하여 제2 배선층(74)을 절단
한다.  한편, 셀 형성 후는 도 11의 화살표 y2로 나타낸 바와 같이, 어레이 기판(100)의 하측에서부터 
레이저 빔을 조사하여 제1 배선층(73)을 절단한다.  

도 13은 화소 TFT(68)의 주변의 등가 회로도이다.  도 13의 「×」로 나타낸 위치가 절단된다.  

종래의 액정 표시 장치는 제1 배선층(73)을 포함하고 있지 않기 때문에, 어레이 기판(100)의 완성 전에 
보조 용량 전극(66)과 보조 용량 급전선(64)의 단락 개소를 검출할 수 없던 경우에는 액정 셀 완성 후에 
단락이 검출되어도, 그 수리를 행할 수 없었다.  그 이유는 화소 TFT(68)의 소스 전극(77)과 보조 용량 
전극(66)을 접속하는 제2 배선층(74)은 화소 전극(67)의 근처에 형성되어 있기 때문에 기판의 이면측에
서부터 레이저 빔을 조사하면, 화소 전극(67)이 레이저 빔의 영향을 받을 우려가 있기 때문이다.  또한, 
제2 배선층(74)과 유리 기판(60) 간에는 층간 절연막(63)이 배치되어 있기 때문에, 레이저 빔을 제2 배
선층(74)의 원하는 위치에 조사하는 것이 곤란하였다.  

도 14는 제1 배선층(73)을 설치하지 않고 제2 배선층(74)에 의해 보조 용량 전극(66)과 화소 TFT(68)를 
접속하는 종래예의 평면도이다.  도 14의 경우, 보조 용량 전극(66)과 보조 용량 급전선(64)과의 단락 
불량이 일어나면, 레이저 빔에 의해 제2 배선층(74)을 절단할 필요가 있지만, 제2 배선층(74)은 상부 전
극(75)과 동일층에 형성되기 때문에, 화소 전극(67)이 레이저 빔의 영향을 받을 우려가 있슴과 함께, 층
간 절연막(63)이 있기 때문에 레이저 빔을 정밀도 좋게 제2 배선층(74)에 조사할 수 없다는 문제가 있
다.  

한편, 본 실시 형태의 경우 기판의 이면측에서부터 제1 배선층(73)에 레이저 빔을 조사함으로써, 화소 
전극(67)에 영향을 끼치지 않고 제2 배선층(74)을 절단할 수 있다.  즉, 도 11에 도시한 바와 같이 제1 
배선층(73)의 상면에는 절연막(63)이 형성되어 있기 때문에, 화살표 y2에 도시한 바와 같이 기판의 이면
측으로부터 제2 배선층(74)에 레이저 빔을 조사해도 이 레이저 빔이 화소 전극(67)에 닿지는 못한다.  
또한,  제1  배선층(73)은  유리  기판(60)에  밀접하여  형성되기  때문에,  레이저  빔을  확실하게  제1 
배선층(73)에 조사할 수 있다.  따라서, 수리의 정밀도를 높일 수 있으며 신뢰성이 높은 액정 표시 장치
가 얻어진다.  

도 15는 본 실시 형태의 액정 표시 장치의 제조 공정을 나타내는 단면도이다.  이하, 도 15에 기초하여 
본 실시 형태의 액정 표시 장치의 제조 공정을 설명한다.  우선, 고왜곡점 유리 기판이나 석영 기판 등
의 투광성 절연성 기판 상에 CVD법 등에 의해 비정질 실리콘막을 50㎚ 정도 피착한다(도 15a).  

다음에, 450℃에서 1시간 정도, 로어닐링을 행한 후, XeCl 엑시머 레이저를 조사하고, 비정질 실리콘을 
다결정화한다.  다음에, 다결정 실리콘을 포토 에칭법에 의해 패터닝하고, 표시 영역 내의 화소 TFT(68)
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의 채널층과 구동 회로 영역의 TFT (회로 TFT)의 채널층이 되는 폴리실리콘막을 형성함과 함께, 보조 용
량을 형성하기 위한 보조 용량 전극(66)과, 보조 용량 전극(66)에 접속되는 제1 배선층(73)을 형성한다(
도 15b).  

다음에, CVD법에 의해 절연 기판의 전면에 게이트 절연막(65)이 되는 SiOx막을 100㎚ 정도 피착한 후, 

SiOx 막의 상면 전체에, Ta, Cr, Al, Mo, W, Cu 등의 단체 금속, 이들 금속의 적층막 또는 합금막을 400

㎚ 정도 피착하고, 포토 에칭법에 의해 소정의 형상으로 패터닝한다(도 15c).  이 결과, 주사선(62), 보
조 용량 급전선(64), 화소 TFT(68)의 게이트 전극(71), 회로 TFT의 게이트 전극(71) 및 구동 회로 영역 
내의 각 종 배선이 형성된다.  

다음에, 게이트 전극(71)을 마스크로 하여 이온 주입이나 이온 도핑법에 의해 불순물의 주입을 행하고, 
화소 TFT(68)의 드레인 전극(69) 및 소스 전극(70)과, Nch형 회로 TFT(85)의 소스 전극(70) 및 드레인 

전극(69)을 형성한다.  불순물의 주입은 예를 들면 가속 전압 80keV 내지 5×10
15

atoms/㎠의 도우즈량으
로, PH3/H2에 의해 인을 고농도 주입한다.  

다음에, 화소 TFT(68)와 구동 회로 영역의 Nch형 회로 TFT(85)에 불순물이 주입되지 않도록, 이들 TFT을 
레지스트로 피복한 후, Pch형 회로 TFT(86)의 게이트 전극(71)을 마스크로 하여 가속 전압 80keV에서 5

×10
15

atoms/㎠의  도우즈량으로  B2H6/H2에  의해  붕소를  고농도  주입하고,  Pch형  회로 TFT(86)의  소스 

전극(70)과 드레인 전극(69)을 형성한다.  

다음에, Nch형 LDD(Lightly Doped Drain)를 형성하기 위한 불순물 주입을 행하고, 기판을 어닐링함으로
써 불순물을 활성화한다.  다음에, 예를 들면 PECVD법을 이용하여 절연 기판의 전면에 SiO2로 이루어지는 

막(63)을 500㎚ 정도 피착한다.  

다음에, 포토 에칭법에 의해 화소 TFT(68)의 드레인 전극(69)에 이르는 컨택트홀(72)과, 소스 전극(70)
에 이르는 컨택트홀(77)과, 제1 배선층(73)에 이르는 컨택트홀(78)과, 회로 TFT의 소스 전극(70) 및 드
레인 전극(69)에 이르는 컨택트홀(79, 80)을 형성한다(도 15d).  

다음에, Ta, Cr, Al, Mo, W, Cu 등의 단체 금속, 이들 금속의 적층막 또는 합금막을 500㎚ 정도 피착하
고, 포토 에칭법에 의해 소정의 형상으로 패터닝하고, 신호선(61), 화소 TFT(68)의 드레인 전극(69)과 
신호선(61)의 접속 영역(81), 소스 전극(70)과 제1 배선층(73)을 접속하는 제2 배선층(74), 보조 용량 
소자의 상부 전극(75) 및 구동 회로 영역 내의 회로 TFT의 각 종 배선 영역 등을 형성한다(도 15d).  

다음에, PECVD법에 의해, 절연 기판의 전면에 SiNx로 이루어지는 보호 절연막(82)을 성막하고, 포토 에칭

법에 의해 보조 용량 소자의 상부 전극(75)에 이르는 컨택트홀(83)을 형성한다(도 15e).  

다음에, 유기 절연막(84)을 전면에 2㎛정도 도포하고 보조 용량 소자의 상부 전극(75)에 이르는 컨택트
홀(83)을 형성한다.  

마지막으로, ITO를 스퍼터법에 의해 100㎚ 정도 성막하고, 포토 에칭법에 의해 소정의 형상으로 패터닝
하여 화소 전극(67)을 형성한다.  화소 전극(67)을 상부 전극(75)에 접속시킴으로서, 도 11에 도시하는 
어레이 기판(100)이 완성된다.  

한편, 투명성 절연 기판으로서 예를 들면 유리 기판(90) 상에 안료 등을 분산시킨 착색층(91)을 형성하
고, 그 상면에 스퍼터법에 의해 예를 들면 ITO로 이루어지는 투명성 전극인 대향 전극(92)을 형성함으로
써 대향 기판(101)이 얻어진다.  

다음에, 어레이 기판(100)의 화소 전극(67) 형성면측 전면과 대향 기판(101)의 대향 전극 형성면측 전면
에, 저온 경화형의 폴리이미드로 이루어지는 배향막(93, 94)을 인쇄 도포하고, 양 기판을 대향시켰을 때 
배향축이 90°가 되도록 러빙 처리를 한다.  그 후, 양 기판을 대향시켜서 조립하여 셀화하고, 양 기판
의 간극에 네마틱 액정을 주입하여 밀봉한다.  그리고, 양 기판의 절연 기판측에 편광판을 접착함으로써 
액정 표시 장치가 얻어진다.  

이와 같이 하여 완성된 액정 표시 장치는 제1 및 제2 배선층(73, 74)을 통하여 화소 TFT(68)의 소스 전
극(70)과 보조 용량 전극(66)을 전기적으로 접속하기 때문에, 어레이 기판(100)의 완성 시에는 수복할 
수 없던 보조 용량 전극(66) 및 보조 용량 급전선(64)의 단락 개소를 셀 완성 후에 어레이 기판(100)의 
이면에서부터 레이저 빔을 조사한 배선층(73)을 절단함으로써, 보조 용량 전극(66)과 화소 전극(67)을 
전기적으로 분리할 수 있다.  이 때문에, 셀 완성 후에도 보조 용량 전극(66)과 보조 용량 급전선(64)과
의 단락 불량을 수리할 수 있다.  

상술한 제2 실시 형태에서는 화소 TFT(68)의 채널 영역 등의 반도체층을 폴리실리콘으로 형성한 액티브 
매트릭스형 액정 표시 장치에 대하여 설명하였지만, 폴리실리콘 이외의 재료를 이용하여 반도체층을 형
성해도 된다.  

상술한 각 실시 형태에서는 본 발명을 액정 표시 장치의 제조 방법에 적용한 예에 대하여 설명하였지만, 
본 발명은 액정 표시 장치 이외의 각 종의 평면 표시 장치 예를 들면 EL(electro luminescence) 표시 장
치 등에도 적용 가능하다.  

    발명의 효과

이상 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 스위칭 소자와 보조 용량 전극과의 접속 경로로서, 
제1 및 제2 배선층을 설치하기 때문에, 어레이 기판의 완성 시에 보조 용량 전극과 보조 용량 급전선과
의 단락 불량이 발견된 경우에는 기판의 상측에서부터 제2 배선층에 레이저 빔을 조사하여 동 배선층을 
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절단하고, 평면 표시 장치의 완성 후에 보조 용량 전극과 보조 용량 급전선과의 단락 불량이 발견된 경
우에는 기판의 이면측으로부터 제1 배선층에 레이저 빔을 조사하여 동 배선층을 절단할 수 있다.  

(57) 청구의 범위

청구항 1 

절연 기판 상에 종횡으로 줄지어 설치된 신호선층 및 주사선층과, 상기 신호선층 및 상기 주사선층의 각 
교점에 스위칭 소자를 통하여 접속된 복수의 화소 전극과, 상기 스위칭 소자와 반도체 배선을 통하여 전
기적으로 접속된 보조 용량 전극과, 상기 보조 용량 전극 각각에 절연층을 통하여 대향 배치되는 보조 
용량 급전선을 포함하는 어레이 기판을 포함한 평면 표시 장치의 제조 방법에 있어서, 

상기 반도체 배선부에 레이저의 강도 R(μJ)과 상기 배선부의 체적 V(㎛
3

)과 수학식 1의 관계를 만족하는 
레이저광을 조사하는 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치의 제조 방법.  

＜수학식 1＞

0.01×V+0.6＜R＜0.1×V+1.5 

청구항 2 

제1항에 있어서, 

상기 레이저광은, 상기 절연 기판의 스위칭 소자 형성면과는 반대인 면방향에서부터 조사되는 것을 특징
으로 하는 평면 표시 장치의 제조 방법.  

청구항 3 

제1항에 있어서, 

상기 스위칭 소자는 활성층을 포함하고, 

상기 활성층, 상기 반도체 배선 및 상기 보조 용량 전극은 동일 공정에 의해 형성되는 것을 특징으로 하
는 평면 표시 장치의 제조 방법.  

청구항 4 

제3항에 있어서, 

상기 활성층, 상기 반도체 배선 및 상기 보조 용량 전극은 다결정 실리콘을 이용하여 형성되는 것을 특
징으로 하는 평면 표시 장치의 제조 방법.  

청구항 5 

제1항에 있어서, 

레이저 조사가 결함 화소에 대하여 선택적으로 행해지는 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치의 제조 방
법.  

청구항 6 

제1항에 있어서, 

상기 어레이 기판과 상기 어레이 기판에 대향하는 대향 기판 간에 액정층을 배치하는 것을 특징으로 하
는 평면 표시 장치의 제조 방법.  

청구항 7 

절연 기판 상에 종횡으로 줄지어 설치된 신호선 및 주사선과, 상기 신호선 및 상기 주사선의 각 교점에 
스위칭 소자를 통하여 접속된 복수의 화소 전극과, 상기 스위칭 소자 각각에 전기적으로 접속된 복수의 
보조 용량 전극과, 상기 보조 용량 전극 각각에 절연층을 통하여 대향 배치된 보조 용량 급전선을 포함
하는 어레이 기판을 포함한 평면 표시 장치에 있어서, 

상기 보조 용량 전극에 접속되는 제1 배선층; 

상기 스위칭 소자와 상기 제1 배선층에 접속되는 제2 배선층;및 

상기 화소 전극에 접속되는 상부 전극과 상기 스위칭 소자에 접속되는 제3 배선층을 포함하고, 

상기 제1 및 제2 배선층은 서로 상하로 다른 층에 형성되는 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치.  

청구항 8 

제7항에 있어서, 

상기 제2 배선층 및 상기 보조 용량 급전선은 서로 상하에 중첩되지 않도록 형성되는 것을 특징으로 하
는 평면 표시 장치.  

청구항 9 

제7항에 있어서, 
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상기 제1 배선층은, 상기 보조 용량 전극과 동일층에 형성되는 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치.  

청구항 10 

제7항에 있어서, 

상기 제2 및 제3 배선층은, 상기 상부 전극과 동일층에 형성되는 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치.  

청구항 11 

제7항에 있어서, 

상기 제1 및 제2 배선층의 길이는 대략 같게 설정되는 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치.  

청구항 12 

제7항에 있어서, 

상기 스위칭 소자의 채널 영역, 상기 보조 용량 전극 및 상기 제1 배선층은 다결정 실리콘을 이용하여 
형성되는 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치.  

청구항 13 

절연 기판 상에 종횡으로 줄지어 설치된 신호선 및 주사선과, 상기 신호선 및 상기 주사선의 각 교점에 
스위칭 소자를 통하여 접속된 복수의 화소 전극과, 상기 스위칭 소자 각각에 전기적으로 접속된 복수의 
보조 용량 전극과, 상기 보조 용량 전극 각각에 절연층을 통하여 대향 배치된 보조 용량 급전선을 포함
하는 어레이 기판을 포함한 평면 표시 장치의 제조 방법에 있어서, 

상기 스위칭 소자와 상기 보조 용량 전극을 접속하는 제1 배선층과, 상기 보조 용량 전극을 형성하는 공
정; 

기판 상면에 제1 절연층을 통하여 게이트 전극 및 상기 보조 용량 급전선을 형성하는 공정; 

기판 상면에 제2 절연층을 통하여 상기 스위칭 소자와 상기 제1 배선층에 접속되는 제2 배선층과, 상기 
화소 전극에 접속되는 상부 전극과 상기 스위칭 소자에 접속되는 제3 배선층을 형성하는 공정; 

기판 상면에 보호막을 형성하는 공정;및 

상기 보호막의 상면에 제3 절연막을 통하여 상기 화소 전극을 형성하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 
하는 평면 표시 장치의 제조 방법.  

청구항 14 

제13항에 있어서, 

상기 제2 및 제3 배선층과 상기 상부 전극을 형성한 후, 상기 제3 절연막을 형성하기 전에, 상기 보조 
용량 전극 및 상기 보조 용량 급전선의 단락 개소에 대응하는 상기 제1 배선층의 소정 위치에 기판 상측
에서부터 레이저 빔을 조사하여 상기 제1 배선층을 절단하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 평면 
표시 장치의 제조 방법.  

청구항 15 

제13항에 있어서, 

상기 어레이 기판의 완성 후에, 상기 어레이 기판의 상기 화소 전극과 대향 기판의 대향 전극을 액정층
을 끼워서 대향 배치시켜서 양 기판을 밀봉하는 공정;및

상기 어레이 기판 완성 전에 수복(修復)할 수 없던 상기 보조 용량 전극과 상기 보조 용량 급전선과의 
단락 개소에 대응하는 상기 제1 배선층의 소정 위치에 상기 어레이 기판의 이면에서부터 레이저 빔을 조
사하여 상기 제1 배선층을 절단하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치의 제조 방법.  

청구항 16 

제13항에 있어서, 

상기 제3 절연막은 유기 절연막 또는 컬러 필터층인 것을 특징으로 하는 평면 표시 장치의 제조방법.
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摘要(译)

本发明提供一种平面显示装置的制造方法，用于真实地修复导致显示像
素缺陷的开关元件（TFT）。本发明的平板显示器是上侧和漏电极中的
源电极，层间绝缘膜形成在其形成的上侧，栅极绝缘层形成在上侧和栅
电极上。辅助电容馈电器形成在铜层的上侧，在铜层中形成玻璃基板上
的半导体层并辅助电容电极。激光照射在像素电极和辅助电容电极之间
的导线部分中，并且导线部分的电阻增加。因此，像素电极不受辅助电
容馈线的电压的影响。可以降低显示像素缺陷的产生频率，并且可以提
高制造产量。液晶显示器，栅极绝缘层，薄膜晶体管，光刻，多晶硅。
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